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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Wafer mit Lasermarkierung 

© Ein vorgeschlagcner Wafer (1 ) weist eine abgeschragte 
Kante (2) auf, welche bis zu Spiegelglanz poliert ist, und 
eine Lasermarkierung (3) zur Anzeige der Kristallorientie- 
rung ist auf der abgesch ragten Kante (2) aufgebracht. 
Eine weitere Lasermarkierung (4) zur Anzeige einer Spezi- 
fikation, Herstellungsnummer, Identifikation usw. kann 
als ein Strichcode auf der abgeschragten Kante (2) eingra- 
vierT werden. Diese Ma rkieru ngen (3, 4) sind an der abge 
schragtcn Kanto (2) durch cin Lasermarkicren eingraviert, 
welches keinerlei storende Einflusse auf den Wafer (1) 
ausubt. 
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Beschrcibung 



Die vorliegendc Hrl.ndung bezieh. sich auf eincn Wafer 
ml > eincr Lasern.arkierung zur Anzcge oner Kns.allor.cn- 
tierune. Spezifikalion usw. 

Fin 8 von cine, Knstallrohling abgcschn.ltener Water 
wird in verschiedenen Schntten, wic Upper, Abschragen 
und Atzen. bearbctet. In diescn Schritlcn w.rd cine Mark.e- 
ran B /.ur Anzcigc dcr Kris.alloricn.icrung aut einer Kamc 
desWafcrs eingravicrt. D.esc Markierung wird tur das In- .0 
mcllen des Wafers verwendet. wenn dcr Walcr beispicls- 
wc.se enllang cincr Spaliungsebenc gen,/., w.rd. 

Fine derarlige Markierung wurde aul c.ncn Walcr luiltcls 
vcrschiedenstcrVcrfahrcn aufgebracht. 

Das OF-Verfahrcn is. das gangigstc, nut welchem cine 
Onen.icrungsfasc b<w. -abflachung an ciner Kante cincs 
Wafers ausgcbilde, wird. Die Oricnticrungsl asc wird lur 
einc Knstalluusnehtung des Wafers in den tblgcndcn Schn.- 
,en verwendet. lis is. jedoch schwicng. c.ncn Walcr prazise 
un ,er Vcrwcndung dcr Orienuerung auszunchlen, da c -<> 
Orientierungslasc in einem rcla.iv brc.ten '^7^ 
cine Kanle des Wafers in cincin stumplcn W.nkcl kreuzt, 
ausgebddc, .si. Die Orienuerungsfase reduz,er, auch one 
w.rksame Flache des Wafers. Daneben tragi d,e Oncnuc- 
rungsfase zu Finschrankungen in bczug aut c.nc Form ener -5 
elekuostatischen Vakuumansaugvomchtung be. welche fur 
das Handling cincs Wafers verwendet wird, und bewirk. ei- 
ncn storenden FinfluB auf das dynamischc Gle.chgew.chi 
wahrend der Spinrotation ernes Waters 

Fine an eincr Kantc bzw. eincm Rand cnes Waters cm- JO 
graviertc Kcrbe wird auch als cine Markierung tilr die An- 
zeige einer Knsiallorienlierung verwendet. In d.esem Fall 
some cine gckcrb.c Kanle bis ,u Spicgelglanz pobert wer- 
dcn. urn das gekerbte Teil wahrend der Messung in den tol- 
cenden Sehri.len deutlicli deiektieren zu konnen. Fin dcrar- 
uges Polieren ,s. schwierig und es verbleiben unvenneid h- 
JL,™, Re«snannuneen in der Nahe des gekcrbten Ids. 
Flis, schwierig, derarlige Rcstspannungen vollstandig zu 

K Ts wurfe kurzlich cine I.asennarkierung, welche als An- 40 
zcige ciner KristalUusrichtung nut/.lich .si. vcrgcschlagcn. 
Die Lasern.arkierung w.rd auf einer Vordei- ^r ^kscie 
eines Wafers durch teilweiscs Schmelzen e.ncr Oberfiachen- 
schicht des Waters durch Bestrahlung mit eincm I .asers.rahl 
aufgebrach,. Die Lascnnarkierung kann lech, aut dcr Vor- 
dcr odcr Rucksclc des Wafers ohnc F.inbnngcn von .rgend- 
welchcn mcchanischcn Spannungen bzw. Hcanspruchungcn 
eingravier, werden. Jedoch reduzicr. d.c Lascnnarkierung 
einc wirksamc Haclie cincs Wafers und crfordcrt unver- 
nedlicherwcise schwienge Verfahren ,ur R^ugstellung * 
von Da.cn. urn Fehlcr. welche durch den mark.crlcn lul 
wahrend des Mcssens eincr Form des Wafers bew.rk. we- 
den, zu cliniimeren. 

Die vorliegendc Frfindung ziel, aul das zur Vcrlugung- 
s.cllen cincs Wafers ab, (lessen Knstallausnch.ung. Spc/.ih- ^ 
ka.ion usw. Icichi ohnc nach.ciligc Bcc.nflussungcn. wic 
e,ne Resi-Bearheiiungsspannung odcr ihcrmischc Spannung 
auf eincm Wafer, ausgclcsen werden. 

liin Wafer ceniaB dcr vorliegcndcn F.ri.ndung ha. c.nc ab- 
geschragic Kantc. welche bis /,, Spicgelglanz poller.,*.. *> 
und eine Lascnnarkierung zur Anzeige ciner Kns«- 
,icrung is, auf dcr abgcschrag.cn Kante aulgcbr ac h. nc 
andcre Lascnnarkierung zur Anzcge cner Spezihkauon, 
Waferideniilika.ion, e.ncr Chargcnnummer usw. kann als 
ein Striehcode auf der abgeschraglcn Kantc zusalzhch zu 65 
dcr Lascnnarkierung zur Anzcigc ciner Knstalloncnt.erung 
aufgebrach. scin. . . 

1 >st c.nc perspekiiv,sche Ansichl gcn.cnsan. nut e.- 



ncr Iclweisc vcrgroBcnen Ansichl. welche eincn Wafer mil 
ciner abgeschragten Kantc z.eigl, auf wclchcr etnc Markte- 
rung zur Anzcigc ciner Krislallonent.erung und c.nc Mar- 
kicrung /ur Identihkation des Wafers durch Laser.uarkicren 
aufgebracht sind. , , ,,• ,„ 

Bin Wafer 1 hat einc abgcschragtc Kantc 2, welche b.s /.u 
Spicgelglanz policrt ist. F.ine Markierung ; 3 z.ur Anzcigc : c.- 
ner Krit.alloncnl.emng und gcgcbencnfalls einc Markie- 
rung 4 /ur Idenlifikalion cincs Wafers sind aut dcr abgc- 
schragtcn Kante 2 aufgebracht. Die Markicrungen 3 4 kon- 
nen mil einer T,cl'e von 200 MX) pn, auf der abgeschraglcn 
Kintc 2 durch e,n Markiercn mil Hard- odcr Sotllascr c.n- 
grav.cn sen. Wcnn ein Striehcode als die Markierung 4 aul- 
gcbrachl ist, wird jede fcinc I.inie vorzugswese in emeu. 
Bcrcich von 10 100 urn in dcr Breile gesteueri. 

L'm Markiercn mil I lardlascr. welches eincn Slrahl hohcr 
F'ncrgic verwendet, bring! die Markicrungen 3, 4 aut der 
Kantc 2. nachdem diese abgcschragt wurde, aut und dann 
wird die rnarkier.e Kanle 2 bis zu Spiegclglanz poller.. In 
diescn, Fall verbleiben die Markicrungen 3 und 4 aut der po- 
licrten Kanle 2 mil c.ncr T.efe von uber ctwa 10 M'" ; 

Fin Markiercn mil Soltlascr, welches c.ncn Slrahl muln- 
ger Iinergie verwendet. bringt Markicrungen 3, 4 aut die po- 
hene Kmw 2 auf. In diescn, I all verbleiben die Markicrun- 
gen 3, 4 auf dcr Kanle nut cner Tide von unlcr ctwa 3 pm. 

Wcnn ein Striehcode als die Markierung 4 autgebrachi 
wird. konnen verschiedene Informationen, z^B die Idcnufa- 
ka„on. die Reinheil. die Arbcitsnummcr "nd Vcrwcnderda- 
,en welche fur das H> stcrcsis-Management e.ncs Waters cr- 
fordcrlich sind. in die abgcschragtc Kantc 2 c.ngeschncbcn 
werden. Die Markierung 4 fur die Idenlifikalion e.ncs Wa- 
fers wird vorzugswese auf dcr abgeschragten Xante 2 in e - 
ncr Position aufgebracht, welche um 2- 10 mm von dcr Mar- 
kierung 3 zur Anzcigc cner Knslallorient.erung cntlcrn. isl. 
um die Markierung 4 von dcr Markierung 3 zu un.crschci- 

dC Da die abgeschragte Kante 2 von dem Wafer 1 cntlcrn. 

,. . . j.„ w.,f,.r In Watf.-^hcn cclcilt w.rd, wird cine 
ZIZ'V::^™ Flache des Wafers 1 durch die Mar- 
kicrung nicht reduzierl. Das Lascnnarkiercn tur das F,ngra_ 
viercn dcr Markicrungen 3, 4 auf dcr abgeschragten , kantc 2 
bring, keine schadlichen Finfliisse lur den Water nut s.,h, da 
es nur einc sehr genngc IL.ze auf den Water 1 auftW 

Wenn einc Form des Wafers 1 un.er Verwendung e.ncs 
kapantiven Abtas.verfahrcns oder cnes optischen Sensors 
^mcssen wird, sind Fchlcr, wc.chc durch d.c Uncbcnhc.cn 
In den mark.crtcn Tcilcn bewirk, werden, n.cht in den Me - 
daten inkludiert. da die Lasennarkierungei. 3, 4 n,ch, aut ci- 
ner Vordcr- odcr Ruckscilc des Wafers 1 vorhanden nd. 
I .,lo|ich sind die erhallenen Dale., fur einc genauc Bcsnni- 
„,ung dcr Form des Wafers 1 ohne lirfordernis cincs aut- 
wendigen Vcrfahrens zum lilin.inieren von Fftck.cn, welche 
durchdic Markicrungen 3. 4 bew.rk. werden. vewendbar 
Die Markicrungen 3, 4, welche aut der abgeschraglcn 
Kante 2 aufgebrach, sind, konnen mil "n^"" 616 ".^ 
Oder eincm optischen Lescgerat. welches aul c ton. Ma ikt - 
hallbch ist. ausgclcsen werden. Daten, welche (lurch d.c 
M rkierungen /und 4 dargo.ell, sind. konnen ,n unicr- 
schcdcndcr Wcsc und genau ausgclcsen werden. did.L ab- 
gcschragtc Kante 2. auf wclchcr die Mark.erungen 3 4 an - 
gcbrachT sind, bis zu Spicgelglanz pohert is,. 1 e, d er NT s- 
sung ciner F'orn, des Wafers 1 sind l chlcr. welche (lu ch 1 c 
Rauhct an den markier.cn Tcilcn bewirkt werden. von den 
Mefida.cn ausgeschlossen. um so das Weg lasser , e,n« aul- 
wendigen Vcrfahrens /.um Fhn.imcrcn der hllek.c, welche 
durch die markicr.cn Teilc bew.rk, weden zu cnuoglicher, 
Die ausgclcscncn Da.cn werden lur vcrsch.edenc 
/weeke wic die Qualitatskontrollc cincs Walers, d.c 1 ro- 
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duk.ionskon.rolle. die Verladung. den Krhal. odcr die Vcrar- 
bet.ung in den, folgenden, cine Vornch.ung bildenden 
SchriU verwendet. 

Dahcr konncn erforderhchc Da.cn in don Water dure he,, 
Lascrmarkicrcn ohne jcglichc s.orcndc lunflusse au den 
Vorder- und Rhckscitcn des Wafers emgeschneben wcrd i^ 
Fin Wafer gemaB der /.uvor besehnebenen. vorliegendtn 
Iirfi'ndung ha. cine abgesehrag.e Kante. wclchc zu Sp.egcl- 
Blanz policri is., und cs is. cine Markicrung zur Anzeigc ei- 
£ Kristalluusnchtung und gegebenenfalls e,nc Mark.erung .0 
,ur Idcn.ilika.ion des Wafers an der Kan.e b/.w. den, Rand 
aufgebrach,. Da die abgesehrag.e Kan.e en.tern, w.rd. wenn 
(l er Wafer in PlaHchen gcteilt w.rd. wtrd cine w,rk same J-U- 
chc des Wafers ubcrhaup. nich. nxUmcrt. In. 1-all ones Mcs- 
sens der Form etnes Wafers ist es mogftch, schwiengc Ver- .5 
ahren ™"> Kliminiercn von Defek.cn. welche durch d 
markicrtcn Telle bewirkt werden, aus emcm Meficrgebn s 
wcgzulassen. Zusa.rfich werden die Mark.erungen aul d e 
Sfeschrag.e Kan.e des Wafers, ohne derar.tge s.orende 
SflUssc wic e.ne verble.bende Bcarbci.ungsspannung 20 
Oder .hennisehe Spannung. wclchc in eincm konvenhone - 
1c Ol-Wcrfahrcn oder einen, Kcrbvertahrcn unvcrnur.dbar 
sind. aufgebrach.. 1-olglich behal. der mark.erte Wa er ex- 
•/ellente kris.allograiische Hgenschatlen und is) in der 
Handhabung und Verarbeilbarkcit verbesserl. 

Palentansprtiche 

1 Wafer mil einer abgeschriigten Kante (2), wclchc 
bis zu Spiegclglanz poller, ist und auf weleher wemg- 
stens eine rasern.arkierung (3) mr Anzeigc e.ner Kn- 
sialloriemicrungeingravicrtist. 
*> Wafer n.it einer abgcschriig.cn Kan.e (2). wclchc 
bis zu Spiegclglanz policrt ist und auf weleher one La- 
scrniarkLing (3) zur Anze.ge etner Moncnnc- * 
rung und eine weitere Lasemiarkicrung (4) zur Idcn.ih- 

^^.MnP pinoravicrt Sind. 

3 U Wafer nach Ans'pruch 2, worin die Lasermarkicrung 
"(4) /ur Ideniinka.ionsan7.cige an einer von ewer I «..- 
„on an weleher die Lasermarkierung (3) zur Anzerge 40 
einer Krislalloricn.icrung eingravicr. ist. cnttern.cn 1 o- 
sition auf der abgeschriigten Kante angebrachl is.. 
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